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Ramtron annonce une mémoire F-RAM parallèle non-volatile 8 Mbits
Boîtier BGA compact offrant une possibilité d'évolution pour F-RAM à brochage identique
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Colorado Springs, Etats Unis – 23 juillet 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq : RMTR), concepteur et fabricant leader de mémoires RAM ferroélectriques (F-RAM) non-volatiles et de semiconducteurs intégrés, a annoncé la disponibilité de sa mémoire F-RAM 8 Mbits en boîtier miniature FBGA. La FM23MLD16 est une RAM parallèle non-volatile 8 Mbits, 3 volts, en boîtier BGA à pas fin (FBGA) 48 billes, offrant des accès rapides, un nombre de cycles de lecture-écriture quasi-illimité, et une faible consommation. Compatible au niveau brochage avec une RAM statique asynchrone (SRAM), la FM23MLD16 est destinée aux applications de contrôle industriel comme les systèmes robotiques, aux solutions de stockage réseau RAID, aux imprimantes multifonctions, aux systèmes de navigation automatiques, et aux autres systèmes à base de SRAM.
"La mémoire F-RAM parallèle 8 Mbits et la version 4 Mbits FM22LD16 introduite récemment, sont conçues pour répondre aux besoins de densités plus élevées de nos clients, pour les applications de collecte de données à écritures intensives," remarque Mike Peters, Directeur Marketing chez Ramtron. "Les deux produits ont des brochages identiques, ce qui permet une évolution facile vers une densité supérieure. La FM23MLD16 offre aux concepteurs système une densité F-RAM 8 fois supérieure à celle d'un boîtier TSOP32 de dimensions équivalentes," ajoute Mike Peters.

Caractéristiques produit

La FM23MLD16 est organisée comme une mémoire non-volatile de 512K x 16, à laquelle on accède par une interface parallèle à la norme du marché. Son temps d'accès est de 60 ns et la durée du cycle est de 115 ns. Elle est capable de lire et d'écrire à la vitesse du bus pour des écritures NoDelay™, avec une endurance d'au moins 1E14 (100 billions) d'écritures, et dix ans de rétention de données.
La FM23MLD16 offre des performances bien supérieures à celles des SRAM à batterie de sauvegarde (BBSRAM), car elle n'a pas besoin de batterie pour conserver les données. La FM23MLD16 est une véritable solution CMS, ne nécessitant aucune reprise pour le montage d'une batterie, qui, à la différence des SRAM à batterie de sauvegarde, offre une grande résistance à l'humidité, au choc et aux vibrations, ce qui rend la F-RAM idéale pour les applications industrielles difficiles. La FM23MLD16 intègre un moniteur de tension qui bloque l'accès à la matrice mémoire si la tension d'alimentation chute en dessous d'un seuil critique. La mémoire est protégée contre l'accès accidentel et contre la corruption des données dans de telles circonstances.

Dotée d'une interface compatible avec les microprocesseurs actuels les plus performants, la FM23MLD16 dispose d'un mode paginé rapide, permettant des lectures ou écritures en rafale 8 octets à la fois, jusqu'à 33 MHz. La FM23MLD16 consomme 9 mA en lecture-écriture, et seulement 180 µA en veille. Elle fonctionne entre 2.7 et 3.6V, dans toute la plage de température industrielle (-40°C à +85°C).

Prix et disponibilité

Des échantillons de la FM23MLD16 sont disponibles dès maintenant en boîtier FBGA 48 billes, conforme RoHS. Le tarif est de 29.23 dollars l'unité, par quantités de 10 000 pièces.

# # #

A propos de Ramtron

Ramtron International Corporation, basé à Colorado Springs, Colorado, est une société fabless de semiconducteurs, qui conçoit, développe et commercialise des mémoires et des solutions intégrées utilisées dans une large gamme de produits dans le monde. Pour plus d'information, vous pouvez visiter www.ramtron.com.

Informations "Safe Harbor" en conformité avec le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les présentes informations sont des "données prévisionnelles" comportant des risques et des incertitudes, tels que : les effets de la conjoncture économique globale, l'évolution des fournitures et de la demande, les conditions prévalant sur le marché, le succès commercial des nouveaux designs, l'impact de la concurrence et du développement technologie, les problèmes liés à la commercialisation et à la technique, ainsi que les contraintes propres aux capacités et aux livraisons. Veuillez vous référer à ce sujet aux registres déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission de Contrôle des Opérations Boursières).
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